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که مطالب مندرج در این پایان نامه حاصل کار پژوهشی شوم  متعهد می سید سجاد گلابي اینجانب

اینجانب تحت نظارت و راهنمایی اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده و به دستاوردهای دیگران که در 

این پژوهش از آنها استفاده شده است مطابق مقررات و روال متعارف ارجاع و در فهرست منابع و مآخذ 

 سطح یا بالاتر ارائه نگردیده است. ان نامه قبلاً برای احراز هیچ مدرك همذکر گردیده است. این پای

در صورت اثبات تخلف در هر زمان، مدرك تحصیلی صادر شده توسط دانشگاه از درجه اعتبار ساقط 

 بوده و دانشگاه حق پیگیری قانونی خواهد داشت.

باشد. هرگونه  صنعتی امیرکبیر می کلیه نتایج و حقوق حاصل از این پایان نامه متعلق به دانشگاه

برداری، ترجمه و  استفاده از نتایج علمی و عملی، واگذاری اطلاعات به دیگران یا چاپ و تكثیر، نسخه

 اقتباس از این پایان نامه بدون موافقت کتبی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ممنوع است. 

 نقل مطالب با ذکر مآخذ بلامانع است.
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 قدرداني و تشکر

 

های ارزنده و همراهی و  دانم که از استاد بزرگوارم دکتر محمد یاوری به دلیل راهنمایی بر خود واجب می

دکتر سعید  زنده یاد استاد ارجمندم بلندروح  همچنین برای ؛ی به عمل آورمهمفكری بسیار سپاسگزار

آشتیانی و دکتر شالچیان که از استادان محترم دکتر  خاتمی علو درجات را از خداوند متعال خواستارم.

صمیمانه از زحمات تمامی دوستانم در  نمایم. اند، قدردانی می را بر عهده داشته نامه پایانداوری این 

 آرزوی موفقیت و سربلندی دارم. نمایم و برای تک تكشان تشكر می آزمایشگاه مدارهای مجتمع خطی

 

 

 

 



 

 

 چکیده

که در مدارهای سوئیچ شونده خازنی  سه طبقههای  کننده برای طراحی تقویت یروشنامه  در این پایان

ترین توان مصرفی  کننده برای رسیدن به کم در روش پیشنهاد شده تقویت یه شده است.اار کاربرد دارند،

همچنین هر  کننده برآورده شود.  و نویز تقویت که ملزومات بهره، زمان نشست ای به گونه شود میطراحی 

به منظور غلبه بر  روش ارایه شده در طراحی گنجانده شده است. زمان نشست دو رفتار خطی و غیرخطی

انجام  سازی بهینه های روش از و با استفاده ، به طور سیستماتیکو پرهیز از سعی و خطاطراحی  پیچیدگی

کننده به یک مسئله  یافتن جواب بهینه پارامترهای مدار، طراحی تقویت در این روش برای شود. می

روابط طراحی استخراج شده و شود. بدین منظور با تحلیل دقیق حلقه بسته  تبدیل میسازی  بهینه

ع هدف و . توان مصرفی به عنوان تابشوند بندی می معیارهای عملكردی بر حسب متغیرهای طراحی فرمول

همچنین برای  .شوند سازی مدل می کننده به عنوان قیدهای مسئله بهینه زمان نشست و توان نویز تقویت

 نسبی  که همان مكان سیستمی طراحی متغیرهای سازی )فضای جستجو( کاهش ابعاد مسئله بهینه

سازی انتخاب  ینهباشند، به عنوان متغیرهای مسئله به بسته می  تابع تبدیل حلقه های صفرها و قطب

سازی با  سپس مسئله بهینه اند. متغیرهای سیستمی به دست آمده اند و متغیرهای مداری بر حسب شده

یک مزیت بزرگ استفاده از الگوریتم ژنتیک آن است که قادر شود.  استفاده از الگوریتم ژنتیک حل می

 است جواب بهینه سراسری را بدون نیاز به حدس اولیه پیدا کند.

که زمان نشست را محدود  هاست های سه طبقه سرعت چرخش کم آن کننده ی از مشكلات تقویتیك

شود. برای  تری مصرف گردد که باعث افزایش توان مصرفی می کند، در نتیجه باید جریان بایاس بیش می

ه کننده پیشنهاد شد پیشنهاد شده است. در تقویت ABکننده سه طبقه کلاس  یک تقویت رفع این مشكل

 FVFسلول پایدارسازی آن استفاده شده است. همچنین یک به منظور  RNMCسازی  از ساختار جبران

به کار برده شده است. به علاوه یک روش در طبقه خروجی  dcدر طبقه اول و یک خازن شیفت دهنده 

 کننده پیشنهاد شده ارایه شده است. طراحی ساده نیز به منظور طراحی تقویت

های مداری با  سازی شبیهو  به دست آمده Matlabافزار  سازی با استفاده از نرم مسئله بهینه جواب

های  سازی نتایج شبیه است. انجام شده CMOSنانومتر  39و تكنولوژی   HSPICEافزار  نرم استفاده از

 .اند شدهارایه  85+تا  40-و تغییرات دما از  FFو  TT ،SSدر سه گوشه تكنولوژی  مداری

نویز مداری،  سرعت چرخش، زمان نشست، فرکانسی، جبرانسازی عملیاتی، هایکنندهتقویت 

 .خازنی شونده سوئیچ رهایمدا ،سازی بهینه
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Abstract 

 
In this thesis, a time-domain design procedure for fast-settling three-stage amplifiers is 

presented. In the proposed design approach, the amplifier is designed to settle within a 

specific time with a given settling accuracy and circuit noise budget by optimizing both the 

power consumption and silicon die area. Both linear and nonlinear settling regions of three-

stage amplifiers are considered and optimal values of the amplifier stages transconductance 

and compensation capacitors are obtained using the genetic algorithm (GA) optimization. 

Detailed design equations are provided and circuit level simulation results using a 90 nm 

CMOS technology are presented to evaluate the usefulness of the proposed design scheme 

respected to the previously reported design approaches. 

Also, a class AB three-stage Amplifier with high slew rate is presented. Revers nested 

Miller Compensation has been used to stablize this amplifier which makes the class AB 

operation feasible and simple. A flipped-voltage follower cell in the first stage in combination 

with a switched-capacitor level shifter in the last stage is utilized to implement the class AB 

three-stage amplifier. Besides, a simple design methodology is presented to design of this 

amplifier. Circuit level simulations are carried out with HSPICE using 90 nm CMOS 

technology which show 267% slew rate enhancement with approximately the same power 

dissipation. 

Keywords: Three-stage operational amplifiers, nested Miller compensation, reverse nested 

Miller Compensation, small-signal and large-signal settling times, slew rate, circuit noise, 

switched-capacitor circuits. 
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